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前  言

碳化硅作为第三代半导体材料，具有禁带宽度大、导热率高、电子饱和速度高、击穿电压高和介电常数低等特点，是制造高频、大功率、高温、抗辐照电子器件及电路的重要基础材料。本标准规定了碳化硅单晶材料的晶片厚度及总厚度变化的测试方法，是评价碳化硅单晶材料的重要技术手段。

本标准由全国半导体设备与材料标准化委员会（TC 203）提出并归口。

本标准起草单位：北京天科合达蓝光半导体有限公司、中国科学院物理研究所

本标准主要起草人：陈小龙、郑红军、张玮、郭钰等。
碳化硅单晶片平整度测试方法
1　 范围

本标准规定了碳化硅单晶片的平整度，即总厚度变化（TTV）、弯曲度（Bow）、翘曲度（warp）、局部厚度变化（LTV）、总指示读数（TIR）的测试方法。适用于测量直径为2英寸、3英寸及4英寸、厚度0.13mm～1mm碳化硅单晶片的测试。
本标准适用于6H、4H等晶型的碳化硅单晶片。
2　 规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 14264-1993 半导体材料术语

3　 术语和定义

GB/T 14264-1993 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 总厚度变化  total thickness variation（TTV）

在晶片厚度扫描或一系列点的厚度测量中，所测晶片的最大厚度与最小厚度的绝对差值。
[image: image3.emf]
A-TTV

B-背参考面

3.2 弯曲度 bow

自由无夹持晶片中位面的中心点与中位面基准平面间的偏离。中位面基准平面是由指定的小于晶片标称直径的直径圆周上的三个等距离点决定的平面。
[image: image4.emf]
A-bow

B-中心点

C-中位面基准平面

3.3 翘曲度 warp

在质量合格区内，一个自由的、无夹持的晶片中位面基准平面的最大和最小距离的之差。

[image: image5.emf]
A-中位面基准平面上方的最大距离

B-中位面基准平面下方的最大距离

C-中位面基准平面

warp=
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3.4 局部厚度变化 local thickness variation (LTV)

晶片表面的每个小区域内最高点和最低点之间的差。
[image: image7.emf]
A-LTV

3.5 总指示读数 Total Indicator Reading (TIR) 
 与基准平面平行的两个平面之间的最小垂直距离。该两平面包含了晶片正表面FQA内规定的局部区域内的所有的点。
[image: image8.emf]
A-基准平面上方的最大距离

B-基准平面下方的最大距离

C-基准平面
TIR=
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4　 方法原理
一束平行光被分光镜（棱镜）分为两束光，一束经过固定的反射镜形成参考光，另一束经过移动的反射镜形成测量光，参考光和测量光经过分光镜（棱镜）后汇合。如果两束光相位相同，光波叠加增强，表现为亮条纹，反之，如果两束光相位相反，光波相互抵消，则表现为暗条纹，这就是光的干涉原理。通过干涉条纹可表征样品表面的起伏状态，进而结合入射光的波长及入射角，可计算出样品的平整度。测试光路图如图1所示。
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图1 测试光路示意图

5　 测试设备

分辨率可达到3μm的光学衍射平整度测试仪。
6　 试样制备
 碳化硅单晶片应具有清净的表面。

7　 测试环境条件

7.1 百级及以上洁净室。
7.2  环境温度：（18～28）℃。

7.3  环境湿度：不大于75%。

7.4  气压：（86(106）kPa。

7.5  无振动的工作台。

8　 测试程序

8.1仪器校准

8.1.1 选择合适的卡盘，装机。

8.1.2开机预热10分钟。

8.1.3用光学平台校准仪器。

8.1.4 测试TTV/LTV时，用标准片校准卡盘，保证卡盘与测量光路垂直。
8.2 Warp/Bow值测量

8.2.1将样品放在相应的测试卡盘上，选择相对应的程序界面。

8.2.2对样品进行调平，当干涉条纹最少时，表示样品表面已经调整到最佳测量位置

8.2.3 点击进行样品扫描。

8.2.4 扫描结束，保存扫描图像，记录测试结果。

8.3 TTV/LTV/TIR值测量

8.3.1将样品放在相应的测试卡盘上，选择相对应的程序界面。

8.3.2 点击进行样品扫描。

8.3.3 扫描结束，保存扫描图像，记录测试结果。
9　 测试误差

    本方法的精密度是由起草单位和验证单位在同样条件下，对碳化硅抛光片进行重复性验证，并根据标准偏差公式
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和重复性试验数据计算得出标准偏差和相对偏差。标准偏差不大于2μm，相对偏差不大于10%。
10　 测试报告

测试报告应包括如下内容：
  a）样品编号
b）测量日期
c）测试结果（TTV、bow、warp、LTV、TIR）
d）测试扫描图
e）测试人签字

_1381302051.unknown

_1381302122.unknown

_1336300718.unknown

